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従来の三次元固体物質における異種物質間の接合(Fig.1a)は、界面での二次元電子系に関する基

礎物理や高移動度トランジスタ・光電変換素子などの様々なデバイス応用の観点から膨大な研究

がなされてきた。近年、三次元固体とは異なる物質群として、グラフェンや二硫化モリブデンに

代表される遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)等の様々な原子層物質が発見され、新規物理現象

への興味や革新的なデバイス創出の期待より、爆発的な勢いで研究が推進されている。原子層物

質においても様々な原子層が「面内で接合した原子層ヘテロ構造」(Fig.1b)が実現できれば、接合

部に形成される一次元の界面等に関連した新規物性開拓やデバイス応用への展開が期待される。 

原子層ヘテロ接合の実現に向け、我々のグループでは化学気相成長(CVD)法に着目し、高品質

原子層の合成から面内ヘテロ接合の実現まで研究を進めてきた[1-6]。面内ヘテロ接合に関する最

初の研究では、グラフェンの単結晶を CVD法により成長させ、グラフェンの端から窒化ホウ素を

成長させることで原子層の面内接合を実現した[1]。同様のアプローチにより、例えば二硫化タン

グステン(WS2)原子層の単結晶の端を成長起点として、二硫化モリブデン(MoS2)原子層を成長させ

ることが可能である(Fig.1c) [3-6]。本発表では、主にMoS2,WS2等のTMDC原子層や関連するTMDC

合金および面内ヘテロ接合の気相成長、そして構造・界面物性の評価に関する研究を紹介する。 

 

 

Fig.1 (a)三次元物質におけるヘテロ接合、遷移金属ダイカルコゲナイド原子層における面内ヘテロ接合

の(b)構造および(c)WS2結晶の端から MoS2を成長させる様子の模式図。 
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